UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA

BN-81

3375-30.06
W LA Tranzystory typu BC 157,

BC 158, BC 159

Grupa kotalogowa 1923

i, Przedmiotl normy, Przedmiotem normy sa szczegdlo- 2, Przyktad oznaczania tranzystoréw;
towe wymagania dotyczace krzemowych tranzystoréw a} standardowe] jakosci:

-N- tej tej I 5Ci h tech-
p-n-p matej mocy, matej czestotliwosci, wykonanyc ec TRANZYSTOR BC 157A BN-B1/3375-30, 06

logia epitaksjalno-planarn typu BC 157, BC 158
RSEE SRRTe] st w y ! b) wysokiej jakoéci:
BC 159 w cbudowie plastykowej do zastosowari powszech-

: . TRANZYSTOR BC 157A/3 BN-81/3375-30. 06
nego uzytku oraz w urzadzeniach wymagajacych zastosowa-

. o e i y ar iej jakosci;
nia elementéw wysokie] i bardzo wysokiej jakosci. c) bardza wysokle] jakosel

a TRANZYSTOR EC 157A/4 BN-81/3375-30. 06
Tranzystory przeznaczone sa do pracy w stopniach ste-

rujacych i wejSciowych wzmacniaczy matej czgstotloiwoéci. 3. Cechowanie tranzystoréw powinno zawieraé nastepu-
Tranzystory BC 159 sa preferowane do stopni  wejscio- jace dane;
wych o niskim poziomie szumdw. a) oznaczenie typu { podtypu),
Tranzystory typu BC 157, BC 158, BC 159 moga byé b) oznakowanie dodatkowe dla tranzystoréw wysokie] i
stosowane jako pary komplementarne z tranzystorami typu bardzo wysokie] jakosci.
BC 147, BC 148, BC 149, Tranzystory wysokiej jakosci powinny byé znakowane
Kategoria klimatyczna - wg PN-73/E-04550 dla tranzy- cyfra 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakosci cyfra 4
W umieszczong po oznaczeniu typu,
- standardowej jakosci {(poziom jakosci 1) -40/125/04, 4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzen tranzystora -
- wysokiej jakoéci (poziom jakosci IlI) -40/125/21, wg rysunku i tabl, 1,
- bardzo wysokiej jako&ci(poziom jakosci V) -40/125/56. Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta - CE-36,

Zgloszona przez Nauvkowo-Produkcyine Centrum Pélprzewodnikéw
Ustanowiona przez Naczelnejgo Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Podzespotéw i Materiatéw Elektroniczaych
UNITRA-ELEKTRON dnia 26 sierpnia 1981 r. jako norma obowiazujgca od dnia 1 stycznia 1982 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1981 poz. 77)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1981. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. w,d_4,90 Nakl.2600 4 55 Zam. 2904/81 Cena zi 10,80



BN-81/3375-30. 06

Tablica 1. Wymiary obudowy CE-36

Rys., 1.

Obudowa CE-36

[BN=BI/3375 ~30.08]

Syml#ol Wymiary, mm Symbol Wymiary, mm

L L min nom max Wy min nom max
A " . 5,3 e " 2, 54" .
A, - - 755 e, 2,0 “ 2,5
A2 - - 4,0 e, 1,35 » 1,75
b1' 1,75 1,61) 1,85 j 1,1 - 1,3
b2 1, 15 - 1,25 I, 4,0 - 5.3
bs 0,7 - 0,8 L, 1,85 - 2,15
c 0,17 - 0, 22 N, 3.2 - -
i _ - L z - - 1,25
E - - 2,3

1) Wymiar teoretyczny.

3, Badania w grupie A, B, C i D - wg BN-80/3375-30.00

p- 5-1.

6. Wymagania szczegbtowe do badar grupy 'A, B, CiD;

a) badanie podgrupy Al - sprawdzenie wymiardw; A, @

D, 1 wg rysunku i tabl, 8

b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 - wg tabl, 2

c) badania grupy B, C i D - wg tabl. 3 na str. 5,

d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po ba-

daniach B, C i D - wg tabl, 4 na str. 6.

7. Pozostate postanowienia - wg BN-80/3375-30. 00.




Tablica 2, Parametry elekiryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4 i C2

Wartosci graniczne

Podgrupa . . Kontrolowany Metoda pomiaru . .
BC 159
bindnh Rodzaj badania ST wg PN=74/T-01504 Warunki pomiaru Jednostka 8C 157 BC 158
min max min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
_UCE =20 V
k| ark, 09 nA . 100 - 100 - 100
CES RB =0
E
<[t ark, 03 gy TR, v 45 = 25 - 20 -
(BR) CEO I =0 .
B
—IE = 10 uA
. ] ark, 03 Y 50 = 30 - 25 -
(BR) CES RBE =0
Sprawdzenie podstawo- -U ark, 04 = IE =10 pA \V) 5 &S 5 = 5 =
A2 wych parametréw elek- (BR) EBO I =0
trycznych c
65 480 65 850 110 850
_ » _ _
F o B A klasa VI 65 150 65 15
c
o e 0 ~Upp=5V |klasa A - 110 240 110 240 | 110 240
klasa B 200 480 200 480 200 480
klasa C - - 400 850 | 400 850
- IC = 0,2 mA
F ark. 46 “Ugg =5V dB - - s % - 4
R =2k Q
g
Af =30Hz:15kHz
- IC‘ = 0,2 mA
Sprawdzenie drugo- ‘UCE = 5V; Rg =2k0
rzednych parametroéw
A3 elektrycznych F ark. 46 f =1kHz dB - 10 - 10 - 4
Af =200Hz

90 ‘0£-G.£€/18-NE



cd, tabl, 2

Wartoéci graniczne

90 "0€-64£€/18-N8G

. K d i
Pg:g::pa Rodzaj badania ‘;2::::;“" w;éitxo'z: /F_’;’":;‘a;:a Warunki pomiaru Jednostka BC 157 BC 158 BC 159
min max min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
= IC = 10 mA
e ark, 02 m\/ - 200 X 200 - 200
CEsat -IB = 0,5 mA
=1 = 10 mA
A3 F C
5 k, 02 \VJ - 800 - 800 - 80
UBEsat = _IB = 0,5 mA e 0
- IC = 2 mA
e k. - 700 - 00 - v}
BE ark, 01 "‘UCE . m\ 7 700
Sprawdzenie parame-
A4 tréw elektrycznych w -1 . - UCE =20V
tamb - lstC CES arKk, 09 RBE w3 l-lA -_— 4 - 4 - 4
{poziom 111 i 1V)
- IC = 0,2 mA
f'r ark, 24 ~Upp =5V MHz 100 - 100 - 100 -
f = 100 MHz
' Sprawdzenie drugo-
c2 rzednych parametrdéw
elektrycznych
-U =10V
CE
C = & = .
CBO ark, 22 IE =0 pF 6 6 6
j"p = 1 MHz
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Tablica 3. Wymagania szczegdtowe do badath grupy B, C i D

Lp. Podgrupa badan Rodza} badania Wymagania szczegdtowe
1 2 3 4
Sprawdzenie wytrzymaloéci mechanicznej préba Ub , metoda 2; 2,5 N
i 81, Ci Wyprowanzen préba U, : 5N
Sprawdzenie szczelnosci préba Q1
2 B3 €O Sprawdzenie wytrzymatosci na spadki potozenie tranzystora w czasie spadania:
’ swobodne wyprowadzeniami do géry
3 B4, Ch S?rawdzenue wytrzymatosci na udary mocowanie za obudowe
wielokrotne
il Sprawdzenie wytrzymatoéci na nagte o o
4 (poziom jakos$- z:t'an i 3: * y 9 T,= -55C; TB= 125 C
ci i 1v) ik et kst
‘uktad OB wg PN-78/T-01515
tabl. 5: obciazenie:
5 86, C6 Sprawdzenie odpornosci na narazenia
. 5 P —dlaBC157:1_ =10mA~U,_ =30V
elektryczne E CB
- dla BC 158-159: IE = 20 mA,
—UCB =15V
6 c3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,2 g
Sprawdzenie wytrzymatoséci na przyspie- kierunek probierczy: obydwa kierunki
szenia state wzdtuz osi wyprowadzen, mocowanie
za obudowe
7 C4 Sprawdzenie wytrzymatoéci na wibracje o
statej czestotliwoéci (dla poziomu jakosécil)
mocowanie za obudowe
Sprawdzenie wytrzymaltosci na wibracje o
zmienne] czestotliwoéci (dla poziomu ja~
kosci Il i 1V)
8 Cs Spr‘awdfzeme wytrzymatosci na ciepto temperatura kapieli 350 °c
lutowania
- . . o
9 c? Sprawdzenie wytrzymatosci na zimno tstg min=-55 C
Sprawdzenie wytrzymatosci na suche _ o
10 C8 Surioe tsrg max = 125 C
11 c10 Sprawdzenie wymiardow wg rysunku i tabl, 1
21 Sprawdzenie odpornosci na niskie cisnie o
12 (poziom jakosci . temperatura narazenia 25 C
- nie atmosferyczne
i)
- 4 . todci alkohol etylowy, aceton, sprawdzane
13 D2 pr‘av}r .zeme wytrzymatosci na rozpusz- wymlary A, D I L wg tabl, 11 rysunku,
czalniki
masa tranzystora 0,2 g
14 D3 Sprawdzenie palnoéci wg PN-78/T-01515 zatacznik 2, p. 4.3
15 D4 Sprawdzenie wytrzymatosci na plesn brak porostu pleéni po badaniu
16 D5 Sprawdzenie wytrzymatosci na mgte solna potozenie tranzystora dowolne
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Tablica 4, Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D {poziom I, Il i V)
Wartoéci graniczne
Oznaczenie Metoda pomiaru Warunki Jed-
[ = A >
parametrulwg PN-74/T-01504 | pomiaru cagrups badan nostka A 167 BC 158 B 138
min max min max min m ax
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
B1, C1, B3, B4,
-UCE =20V| B85, C2, C4, C5, nA - 100 = . 100 e 100
= _— ark, 09 . c1, c9, p1")
R -0 B6, C6, C8, nA - 500 = 500 - 500
BE 1
ca? HA - 4 | - 4 | - 4
81, B3, B4| klasa VI 65 150 65 150 o -
C1,C2, C4| klasa A 110 240 110 240 110 240
c7, C9 klasa B 200 480 200 480 200 480
B85, €5 klasa C - ~ 400 850 400 850
klasa VI 50 180 50 180 50 180
-1 =2 mA klasa A 90 290 0 2 0 2
" ik o1 c 86, C6 a ) 9 90 9 90
21 : _U = 5V
o CE cs klasa B 160 | 580 | 160 | 580 | 160 | 580
klasa C - - 320 1020 320 | 1020
klasa VI 30 = 30 - = -
k = - =
czﬂ lasa A 45 45 45
kiasa B 80 - 80 - 80 =
klasa C - = 160 - 160 -
1) W czasie badania,
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Naukowo-Produkcyj-

ne Centrum Pdétprzewodnikdw,

2, Normy zwigzane
PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczne. Préby $rodo-

wiskowe
PN-74/T-01504,01 Tranzystory. Pomiar hzm i napiecia

UBE

PN-74/T-01504,02 Tranzystory. Pomiar napigé nasycenia

UCEsat UBEsat

PN-74/T-01504,03 Tranzystory. Pomiar napigé przebicia

v U(BR')CEX

(BR)CES’ U(BR)CER’

U{BR)C‘EO'

PN-74/T-01504, 04 Tranzystory. Pomiar napigé przebicia

U(BR)CBO' U(BR)EBO

PN-74/T-01504.09 Tranzystory. Pomiar pradéw reszt-

kowych I pps Icgs 1lepy EO

PN-74/T-01504.21 Tranzystory., Pomiar h?“3 w zakresie

i pradu zerowego IC

m.cz,

PN-74/T-01504. 22 Tranzystory. Pomiar pojemnosci CCEO

i CEBO

PN-74/T-01504, 24 Tranzystory. Pomiar modutu h21e w
zakresie w,cz, i czestotliwosci fT

PN-76/T-01504. 46 Tranzystory. Pomiary parametréw
sSZumow

PN-78/T-01515 Elementy pétprzewodnikowe, Ogdlne wy-
magania i badania

BN-80/3375-30, 00 Elementy pétprzewodnikowe, Tranzy-

story matej mocy, matej czestotliwosci, Wymagania i

badania



Informacje dodatkowe do BN-81/3375-30. 06

3. Symbol wg KTM BC 158-6 - 1156211312014, BC 159B - 1156211313028,
BC 157 - 1156211311000, BC 158A -~ 1156211312027,
BC 157-6 - 1156211311013, BC 158B - 1156211312030, 4, Wartoéci dopuszczalne - wg rys. I-1i tabl, I-1,
BC 157A - 1156211311026, BC 159 - 1156211313002,
BC 158 - 1156211312001, BC 159A - 1156211313015, 5. Dane charakterystyczne - wg rys. 1-2 + 1-9 | tabl, 1-2,
Re zystancja termiczna ztacze - otoczenie Rthj-'a-<-.. 330K /W
320 1 BC157 ]
BC 158
Prot BC159
- | - A _* -
[m4]
— - i - - -r--——-
240
200
|
160
\
80 \
0 \
0
0 30 60 90 immy/a] 150
[BN-81/3375-30.06-1-1
Rys, 1-1, Zaleznosé temperaturowa mocy strat od temperatury Ptot = j(tamb)
Tablica 1-1
Oznaczenie Jed- Wartoéci dopuszczalne
Lp. Nazwa parametru
parametru nostka
BC 157 BC 158 BC 159
1 2 3 4 5 6 -
- ieci ~emi ! 4 25 20
1 UCEO Napigcie kolektor~emiter \ 5
2 - UCES Napl?me state miedzy kolektorem v 50 30 25
a emiterem przy UBE =0
3 -UEB.O Napigcie emiter-baza v 5
4 " IC Prad kolektora mA 100
_IC'M Prad szczytowy kolektora mA 200
6 - IB Prad bazy mA 50
Py Catkowita moc wejéciowa (stata
7 lub $rednia) na wszystkich elek— mV/ 300
trodach przy tg,,, 25°C
8 tj Temperatura ztacza OC 125
9 tstg Tember‘atur‘a przechowywania oC -85 ... T+128
10 tamb Temperatura otoczenia w czasie - -40 .., +125
pracy




8 Informacje dodatkowe do BN-81/3375-30. 06

"B
20
ZL 8r159 R
mA -
{/ tamb=25 "‘C N 1 =5V BC159
‘ f=1kHz
120 Sm}x hij_ AN e ramb =25°¢ H
- frory X ‘
A \ /
/ \T& N //
80 2mA" NS i
// 1 Cote) o
50 e S euelf o
. 7 <2
1 mA
20 T a n
] 7 N,
=Ig=0Im4
20 ] e 2
;r A
0 i . 01 | :
[BN-81/3375-30.06-1-2 | BN-81 75-30.06-1-
Rys. |-2, Charakterystyka wyjsciowa IC= f( UCE ): IB - Rys. 1-4, Zaleinoéé parametrdw macierzy hij od pradu ko-
parametr
lektora h;je(‘nu?‘nl) = hij_‘? (IC)
. h_-lje(IC=2mA)
& e
. \
‘ Lopns | F N =02 me
| L i | 30uA 5 =] ~lee =5 -
5 | | =Pk §Rki i
, . , 1 Rpmeke LT
L | ] Y famp=25C T
e 20h — 1 \ ' ?
4 , \ i
b -+ { - L
, T Iy = 10pA 5 X =t
= ! - ]
= ¥ e
1 '
0 || J 0 ; '
o 2 4 & U lv] 10 071 1 10 FlHz] 100
[BN-81/3575-30.06-1-3) [BN-81/3375-30.06-1- 5 |
Rys. 1-3, Charakterystyka wyjSciowa lc= _f(UCF ); IB 5 Rys. 1-5, Zaleinosé wspoiczynnika szumdw od  czestotli-

parametr ’ woéci I =f(f)
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YT TR 403
S I g
-1 |BC159 [lp=gsma |10 1 TTT (80| ge 159 "
%1 famr?{‘ff IRSSR NS [mA] il
1084 | AT s, 10%
S L. / wed | -.__._+_.1L. 4+ .._....1
AT T
2 “—i‘ <1 ‘_" /
1011+ A 1
g ‘r g b
. | /
| I .
AL RERER IR ERE €
100 T 700
6 ]
4 % -
TN i
1c’ 707 -
0 07 02 03 04-UsemlV 0 50 100 150ty [
“B1/3375-30.06-1- -B1/3375-30.06-1-8

Rys. 1-6., Zaleznoéé napigecia nasycenia I'C‘sz od pradu Rys. 1-8. Zaleznosé temperaturowa pradu zerowego ICBO“
kolektora “C.“..w.l:f(]('} 5L -
B157 BC 157
A ! s 758
- m
Z}’,AJ n=25°C fT LB
2 [irg] Tanty = 25°C
10
¢ y
2 2 0V
70" T ~——
. 10° AT 0= 57 Tl
4 8
2 ]
10 *
6
% 2
2
1
1
Wo 05 Uppoor 10 0o 1 6 7 2-I. [/ma) 6 810°
~§1[3575-30.061- : “30-06-1=
Rys. 1-7, Zaleznos$é napigecia nasycenia UB‘,\_” od pradu Rys. 1-9, Zaleznos¢ czestotliwosci granicznej od pradu

kolektora UBE.wr: f(lc) kolektora fT::j(IC)



10 Informacje dodatkowe do BN-21/3375~ 30, 06
Tablica |1-2
Typ
Oznaczenie’ Nazwa . . Jed-
LPe lsarametru | parsmetr vhargekl pomlany kel BC 157 BC 158 BC 159
min typ max min typ max min typ max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i0 11 12 13 14
Prad reszt- | -Uypg =20V nA _ 2 100 - 2 100 - 2 100
L -ICES kowy kolek- 1 =0
tora BE
Napigecie -IC =2 mA
2 =0 przebicia \/ 45 - - 25 - - 20 - -
BR =
PHRIERO | teierorm- Iy .
-emiter
Napiecie -IC = 10 uA
3 -U przebicia AV 50 - - 30 - - 25 - -
{BR)CES| kolektor- UBE g
-emiter
Napiecie -IE =10 pA
4 '“UCBR]EBO prz_eb.cia I o'l ¥ 5 - - 5 - - 5 - -
emiter-baza C
klasa VI - 65 = - 65 - - - -
- s
C ‘O”ApklasaA - 110 3 - |10 - - 1mo | -
I =
LCE 2V lklasa B - 200 - -~ 200 — = 200 -
65 - 480 65 o 850 110 % 850
Statyczny
s 5 4) wspéltczyn— 'IC = 2 mA klasa VI { _ 65 100 150 65 100 150 - - -
; 21E nik -
.I \tvzmoc U _ =5V |klasa A 110 180 240 110 180 240 110 180 240
nienia pra- CE
el et klasa B 200 | 290 | 480 | 200 | 290 |480 | 200 | 290 | 480
uktadzie
51
i i klasa C - - - | 400 | 520 |8s0 | 400 | 520 | 850
emitera
klasa VI - 70 - - 70 - - - -
_IC = 100mA
klasa A - 110 - - 110 - - - -
U ss5vD|—m—
- klasa B - 190 - = 190 - - = -
-IC = 10 LA
- 530 - - 530 - - ” -
- = 8 V
UC'E
Napiecie
| Uge stale:migdey| ~1, =2mA MV | ss0 | 650 | 700 | 550 | 650 | 700 | 550 | €50 | 700
baza a emi- U =5V
terem CE
-1, =100mA
1) = 740 £ - | 740 ~ - - -
-UCE =5V
-1 = 10 mA
7 {~U MEplpcie IC2 - 11 ma 0,3 ]| 0,6 0,3 |o0,6 0,3 | 0,6
CEK kolankowe el - m e ¢ ’ = ’ K B ¥ 4
Vg = 1V
. he ™ LA - | 0,1 0,2 - |o,1 |o,z2 - o1 |o,z2
Napiecie na-
¥ ~F = 0,5 mA vV
s |-U sycenia ko- B :
CEsat v
lektor—-emi- I & 100 ik
ter g I ” . 0,3 { o,906f - |0,3 |o,95| - - =
-IB = 5 mA
Napigcie —IC = 10 mA ‘
9 -UBE nasycenia - 0,7 { 0,8 B Q)% 0,8 = 0,7 | 0,8
sat R -1 =0,5mA
baza-emiter B i
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11

cd. tabl, =2
Oznaczenie| Nazwa Jed- Typ
Lp. i i
P parametru | parametru wWaranki pamisry nostka
BC 157 BC 158 BC 159
min typ max min typ max min typ max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Napigcie na-
. | =
9 |-U sycenia ba- C THI o vV - 0,9 1,2 - 0,9 1,2 - - =
BEsat . 1)
za-emiter 'IR = 5mA
Mafosygna- 0,4 - 8,0 0,4 - 15,0 1,2 - 15,0
towa zwar-
ciowa impe- klasa VI 0,4 1,4 ) 2,2 | 0,4 | 1,4 2.2 - - -
10 h11e dancja wejs
ciowa w u- klasa A k0 1,2 2,7 4,5 1,2 2,7 4,5 1,2 247 4,5
ktadzie
wspdlinego klasa B 3,0{ 4,5} 8,0 | 3,0 | 4,5 8,0 3,0| 4,5 8,0
emitera
klasa C - - - 6,0 9,0 15,0 6,0 9,0 15,0
Matosygnatod
wy m;v%ar‘- klasa VI - 2,5 - - 2,5 - = . -
ciowy wspdh
czynnik klasa A wlg] - 3,0 - - 3,0 - - 3,0 -
1 hﬂe wstecznego x10
: przenosze.
hia napieciol klasa B - 3,5 - - 3,5 - - 3,5 -
wego w u-
ktadzie =l =2mA| klasa C - - - - 4,0 = - £,0 -
wspdinego e :
Sitara A, ™ BV 75 - 500 | 75 - 900 | 125 _ 900
1 Ma{osygna— f = 1 kHz ;
towy zwar- klasa VI 75 | 110 150 | 75 110 | 150 - - »
ciowy wspét
czynnik i
12 h‘21e przenosze— klasa A _ 125 220 260 | 125 220 260 1251 220 260
nia prado-
wego w u- klasa B 240 | 330 500 | 240 330 500 240 330 500
ktadzie :
wspdinego
emitera klasa C - - - | 450 520 | 900 450 | 520 [ 900
Matosygna- - 2 70 - - 110 - - 110
towa roz-
warclowa klasa VI - 20 40 - 20 40 - - -
h admitancja
15 22e wyjsciowa klasa A HS - 25 50 - 25 50 - 25 50
w uktadzie
wspéinego klasa B - 35 70| - 35 | 70 - 35 70
emitera i
klasa C - - - - 45 110 - 45 110
- = 10
Czestotli- IC S
14 fT wosé gra- _UCE =5V MHz | 100 150 — 100 150 - 100 150 ~
niczna f = 100 MHz
-IC =0,2mA
-U =5V
CE - 2 1| - 2 10 - 2 4
R = 2 kM2
g
f = 1 kHz
Wspbtczyn- Af b
15 F ) daB
nik szumow
-IC = 0,2 mA
= =5V
UCE _ - - - - " - 2 4
=2k
R, 0
Af = 30Hz:15 kHz
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informacje dodatkowe do BN.-81/3375-30. 06

cd, tabl, 1-2

b Oznaczenid Nazwa i Typ
L t " - s
parametruj parametru Warunki pomiaru hostka BC 157 BC 158 BC 159
min typ max min typ max min typ max
1 2 3 4 5 (3 7 8 9 10 11 12 13 14
P 'y »
ojemnosé U = 10 V
ztacza ko- Cho
L CCBO iektor— baza
IF = 0 - 4 6 - 4 6 - 4 6
f = 1 MHz pF
Pojemnosé - UEB ™ By M
17| Cppy | 2tecza emi- I. =o0 - 11 - - - - | n -
ter-baza
bj = 1 Mkiz
1) Pomiar impulsowy: t,< 300 ws; JS 2 %.




